
JP 2008-134593 A 2008.6.12

10

(57)【要約】
　
【課題】本発明は、液晶表示装置に係り、特に、液晶表
示装置用アレイ基板とその製造方法に関する。
【解決手段】本発明は、液晶表示装置用アレイ基板にデ
ータ配線と薄膜トランジスタを構成する時、アクティブ
層がデータ配線の外側及びゲート電極の外側へと露出さ
れないように構成することを特徴とする。また、前述し
た構成を含む液晶表示装置用アレイ基板を、３マスク工
程によって製作する。従って、本発明による液晶表示装
置は、前記アクティブ層に光による光電流が発生しない
ので、波状ノイズ及び薄膜トランジスタの漏洩電流の特
性を最小化する長所があって、マスク工程の単純化によ
り費用及び時間を節約することができる。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と；
　前記基板の上部のゲート配線と；
　前記ゲート配線に連結されたゲート電極、前記ゲート電極の上部のゲート絶縁膜、前記
ゲート絶縁膜の上部のアクティブ層、前記アクティブ層の上部のオーミックコンタクト層
及び前記オーミックコンタクト層の上部のソース電極及びドレイン電極を含む薄膜トラン
ジスタと；
　前記ドレイン電極に電気的に連結された画素電極と；
　前記ソース電極に電気的に連結されて、前記ゲート配線と交差するデータ配線と；
　前記画素電極と離隔されている共通電極；及び
　前記画素電極と前記共通電極間及び前記ソース電極と前記ドレイン電極間に位置する保
護膜とを含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項２】
　前記アクティブ層は、その端部が前記ゲート電極の端部を覆わず、前記ゲート電極の上
部に形成されるアイランド（Ｉｓｌａｎｄ）状であることを特徴とする請求項１に記載の
液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項３】
　前記データ配線の下部に、前記オーミックコンタクト層から延長された第１層と前記ア
クティブ層から延長された第２層を有する延長部をさらに含むことを特徴とする請求項１
に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項４】
　前記オーミックコンタクト層と前記ソース電極間及び前記オーミックコンタクト層と前
記ドレイン電極間に、バッファ金属層をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の液
晶表示装置用アレイ基板。
【請求項５】
　前記ソース電極及びドレイン電極と前記共通電極及び前記画素電極は、透明であること
を特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項６】
　前記データ配線の上部に、前記ソース電極から延長された補助データ配線をさらに含む
ことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項７】
　前記補助データ配線の下部に、前記バッファ金属層から延長された前記データ配線と、
前記オーミックコンタクト層から延長された第１層及び前記アクティブ層から延長された
第２層を有する延長部をさらに含むことを特徴とする請求項６に記載の液晶表示装置用ア
レイ基板。
【請求項８】
　前記データ配線の下部に、前記アクティブ層及び前記オーミックコンタクト層と同一層
を有して前記アクティブ層及び前記オーミックコンタクト層と分離された延長部をさらに
含むことを特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項９】
　前記バッファ金属層は、少なくとも３層の多重層構造であることを特徴とする請求項４
に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項１０】
　前記少なくとも３層の中問層は、銅を含むことを特徴とする請求項９に記載の液晶表示
装置用アレイ基板。
【請求項１１】
　前記ドレイン電極から延長されて、前記画素電極に連結される画素電極連結部をさらに
含むことを特徴とする請求項１に記載の液晶表示装置用アレイ基板。
【請求項１２】
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　基板にスイッチング領域と画素領域とゲート領域とデータ領域と共通信号領域とを定義
する段階と；
　前記スイッチング領域と前記ゲート領域と前記共通信号領域に、ゲート電極とゲート配
線及び共通配線を各々形成する段階と；
　前記ゲート電極の上部に、ゲート絶縁膜とアクティブ層とオーミックコンタクト層を形
成する段階と；
　前記オーミックコンタクト層の上部に、ソース電極及びドレイン電極を形成する段階と
；
　前記ソース電極と電気的に連結されて、前記ゲート配線と交差するデータ配線を形成す
る段階と；
　前記ドレイン電極と電気的に連結される画素電極及び前記画素電極と離隔されている共
通電極を形成する段階と；
　前記画素電極と前記共通電極間の前記ゲート絶縁膜の上部及び前記ソース電極及びドレ
イン電極間の前記アクティブ層の上部に保護膜を形成する段階とを含むことを特徴とする
液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１３】
　前記ゲート絶縁膜と、前記アクティブ層と前記オーミックコンタクト層を形成する段階
と前記データ配線を形成する段階は、一つのマスクを利用することを特徴とする請求項１
２に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１４】
　前記データ配線の上部に補助データ配線を形成する段階をさらに含み、前記ソース電極
と、前記ドレイン電極と、前記共通電極と、前記画素電極及び前記補助データ配線は、同
一マスク工程で形成されることを特徴とする請求項１２に記載の液晶表示装置用アレイ基
板の製造方法。
【請求項１５】
　前記保護膜は、リフトオフ工程によって形成されることを特徴とする請求項１２に記載
の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１６】
　前記ゲート絶縁膜と前記アクティブ層と前記オーミックコンタクト層を形成する段階は
、前記オーミックコンタクト層の上部にバッファ金属層を形成する段階を含むことを特徴
とする請求項１２に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項１７】
　基板上にゲート電極とゲート配線を形成する第１マスク工程段階と；
　前記ゲート電極と前記ゲート配線を含む前記基板上にゲート絶縁膜とアクティブ層とオ
ーミックコンタクト層及びデータ配線を順に形成する第２マスク工程段階と；
　前記基板上にソース電極とドレイン電極、共通電極及び画素電極を形成する第３マスク
工程段階と；
　前記ソース電極と前記ドレイン電極間の前記アクティブ層の上部及び前記共通電極と前
記画素電極間に保護膜を形成する段階とを含むことを特徴とする液晶表示装置用アレイ基
板の製造方法。
【請求項１８】
　前記第１マスク工程段階は、前記ゲート配線の一端にゲートパッドを形成する段階を含
み、前記第２マスク工程段階は、前記データ配線の一端にデータパッドを形成する段階を
含み、前記第３マスク工程段階は、前記データ配線の上部の補助データ配線と、前記ゲー
トパッドの上部のゲートパッド電極及び前記データパッドの上部のデータパッド電極を形
成する段階とを含むことを特徴とする請求項１７に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製
造方法。
【請求項１９】
　前記第２マスク工程段階は、前記ゲート電極と前記ゲート配線及び前記ゲートパッドを
含む前記基板上に前記ゲート絶縁膜と、純粋な非晶質シリコン層と不純物を含む非晶質シ
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リコン層及び金属層を順に形成する段階と；
　前記金属層の上部に、前記ゲートパッドに対応する前記金属層を露出して、前記アクテ
ィブ層と前記データ配線及び前記データパッドに対応する第１部分と、前記アクティブ層
と前記データ配線及び前記データパッドを除いた領域に対応して、前記第１部分より厚い
第２部分とで構成される感光パターンを形成する段階と；
　前記露出された金属層と前記不純物を含む非晶質シリコン層、前記純粋な非晶質シリコ
ン層及び前記ゲート絶縁膜を除去して前記ゲートパッドを露出する段階と；
　前記感光パターンの第２部分を除去する段階と；
　前記感光パターンの第１部分をエッチングマスクとして利用して、前記金属層と、前記
不純物を含む非晶質シリコン層及び前記純粋な非晶質シリコン層を除去する段階と；
　前記感光パターンの第１部分を除去する段階とを含むことを特徴とする請求項１８に記
載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項２０】
　前記感光パターンを形成する段階は、透過部と遮断部及び半透過部を含むマスクを利用
して、前記透過部は、前記ゲートパッドに対応し、前記遮断部は、前記アクティブ層と前
記データ配線及び前記データパッドに対応して、前記半透過部は、前記アクティブ層と前
記データ配線、前記データパッド及び前記ゲートパッドを除いた領域に対応することを特
徴とする請求項１９に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項２１】
　前記第２マスク工程段階は、前記補助データ配線及び前記データパッド電極の下部に延
長部を形成する段階を含み、前記延長部は、純粋な非晶質シリコンパターンと不純物を含
む非晶質シリコンパターンを含むことを特徴とする請求項２０に記載の液晶表示装置用ア
レイ基板の製造方法。
【請求項２２】
　前記第１マスク工程段階は、前記ゲート配線と平行な共通配線を形成する段階を含み、
前記共通配線は、前記共通電極と電気的に連結されることを特徴とする請求項１９に記載
の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項２３】
　前記第２マスク工程段階は、前記露出された金属層と前記不純物を含む非晶質シリコン
層、前記純粋な非晶質シリコン層及び前記ゲート絶縁膜を除去して前記共通配線を露出す
る段階を含むことを特徴とする請求項２２に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法
。
【請求項２４】
　前記第３マスク工程段階は、前記データ配線及び前記データパッドを含む前記基板上に
導電性層を形成する段階と；
　前記導電性層の上部に、前記ソース電極及びドレイン電極に対応する第１感光パターン
と、前記補助データ配線及び前記データパッド電極に対応する第２感光パターンと、前記
画素電極及び前記共通電極に対応する第３感光パターン、前記ゲートパッド電極に対応す
る第４感光パターンを形成する段階と；
　前記第１乃至第４感光パターンをエッチングマスクで前記導電性層をパターニングして
、前記ソース電極及びドレイン電極と、前記補助データ配線、前記データパッド電極、前
記画素電極、前記共通電極、前記ゲートパッド電極を形成する段階と；
　前記ソース電極及びドレイン電極間の前記オーミックコンタクト層を除去して前記ソー
ス電極及びドレイン電極間の前記アクティブ層を露出する段階と；
　前記第１乃至第４感光パターンを除去する段階とを含むことを特徴とする請求項１８に
記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項２５】
　前記保護膜を形成する段階は、前記第１乃至第４感光パターンを含む前記基板上に絶縁
膜を形成する段階と、前記第１乃至第４感光パターンと共に前記絶縁膜を選択的に除去す
る段階を含むことを特徴とする請求項２４に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法
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。
【請求項２６】
　前記導電性層をパターニングする段階は、湿式エッチングを利用して前記導電性層をオ
ーバーエッチングすることによって、前記第１乃至第４感光パターンの端側の下部面を２
０００Åないし５０００Å露出する段階を含むことを特徴とする請求項２５に記載の液晶
表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項２７】
　前記保護膜を形成する段階は、前記ゲートパッド電極及び前記データパッド電極を覆う
シャドーマスクを配置する段階と、前記ゲートパッド電極及び前記データパッド電極を除
いた前記基板上に、絶縁物質を蒸着する段階を含むことを特徴とする請求項２４に記載の
液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【請求項２８】
　前記第２マスク工程段階は、前記オーミックコンタクト層の上部にバッファ金属層を形
成する段階を含むことを特徴とする請求項１７に記載の液晶表示装置用アレイ基板の製造
方法。
【請求項２９】
　前記バッファ金属層を形成する段階は、モリブデン-チタン合金と、銅、モリブデン-チ
タン合金を順に蒸着してパターニングする段階を含むことを特徴とする請求項２８に記載
の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置に係り、特に、生産性及び画質の特性が改善できる 液晶表示
装置用アレイ基板とその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な液晶表示装置の駆動原理は、液晶の光学的異方性と分極性質を利用する。液晶
は、構造が細く長いために、分子の配列において方向性を有しており、任意に液晶に電界
を加えると、分子配列の配列方向が制御できる。従って、液晶の分子配列方向を任意に調
節すると、光学的異方性によって液晶の分子配列方向に光が屈折して画像情報を表示する
。
【０００３】
　現在は、薄膜トランジスタとこの薄膜トランジスタに接続された画素電極がマトリック
ス状に配列されたアクティブマトリックス型の液晶表示装置（ＡＭ－ＬＣＤ、以下、液晶
表示装置と称する）が解像図及び動画像の表示能力が優れていて最も注目を浴びている。
【０００４】
　液晶表示装置は、共通電極が形成されたカラーフィルタ基板(上部基板）と画素電極が
形成されたアレイ基板(下部基板）と、両基板間に充填された液晶とで構成されるが、こ
のような液晶表示装置は、共通電極と画素電極に印加される電圧により生じる垂直方向の
電界によって液晶を駆動する方式であり、透過率と開口率等の特性が優れる。
【０００５】
　ところが、上下に印加される電場によって液晶駆動は、視野角の特性が優れないという
短所がある。従って、前述した短所を克服するために、新しい技術が提案されている。後
述する液晶表示装置は、横電界による液晶駆動方法によって視野角の特性が優れるという
長所がある。
【０００６】
　以下、図１を参照して、一般的な横電界方式の液晶表示装置を説明する。
　図１に示したように、透明な下部基板１０に定義された多数の画素Ｐごとに薄膜トラン
ジスタＴと共通電極３０と画素電極３２が構成される。
【０００７】



(6) JP 2008-134593 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

　薄膜トランジスタＴは、ゲート電極１４と、ゲート電極１４の上部に絶縁膜１６を間に
構成された半導体層１８と、半導体層１８の上部に相互に離隔して構成されたソース電極
２０及びドレイン電極２２とを含む。
【０００８】
　前述した構成で、共通電極３０と画素電極３２は、下部基板１０上に相互に平行に離隔
して構成される。
【０００９】
　図面には示してないが、画素Ｐの一側に沿って延長されたゲート配線(図示せず)と、こ
れとは垂直な方向に延長されたデータ配線(図示せず)が構成されて、共通電極３０に電圧
を印加する共通配線(図示せず)が構成される。
【００１０】
　下部基板１０と離隔された透明な上部基板４０が位置して、上部基板４０の内側面には
、ゲート配線(図示せず)とデータ配線(図示せず)と薄膜トランジスタＴに対応する部分に
ブラックマトリックス４２が構成され、画素Ｐに対応してカラーフィルタ３４ａ、３４ｂ
が構成される。
【００１１】
　液晶層ＬＣは、共通電極３０と画素電極３２の水平電界４５によって動作される。
【００１２】
　以下、図２を参照して、従来による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板の構成を説
明する。
　図２は、従来の４マスク工程によって製作された横電界方式の液晶表示装置用アレイ基
板の構成を概略的に示した平面図である。
【００１３】
　図２に示したように、絶縁基板５０上に一方向に延長されたゲート配線５４と、これと
は交差して画素領域Ｐを定義するデータ配線９２が構成される。
【００１４】
　ゲート配線５４の一端にゲートパッド５６が構成されて、データ配線９２の一端にはデ
ータパッド９４が構成される。
【００１５】
　ゲート配線５４と平行に離隔された画素領域Ｐの一側には共通配線５８が構成される。
【００１６】
　ゲートパッド５６とデータパッド９４の上部には、各々これと接触する透明なゲートパ
ッド電極ＧＰと、データパッド電極ＤＰが構成される。
【００１７】
　ゲート配線５４とデータ配線９２の交差地点には、ゲート配線５４と接触するゲート電
極５２と、ゲート電極５２の上部に位置したアクティブ層(非晶質シリコン層、８４)とオ
ーミックコンタクト層(図示せず)と、オーミックコンタクト層(図示せず)の上部に離隔さ
れ位置して、データ配線９２に連結されたソース電極８８と、これとは離隔されたドレイ
ン電極９０とを含む薄膜トランジスタＴが構成される。
【００１８】
　画素領域Ｐには、ドレイン電極９０と接触する画素電極ＰＸＬが構成されて、共通配線
５８に連結され画素電極ＰＸＬと離隔して構成された共通電極Ｖｃｏｍが構成される。
　また、純粋な非晶質シリコンパターン７２がデータ配線９２の下部に位置する。
【００１９】
　この時、従来による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板は、ソース電極８９及びド
レイン電極９０とデータ配線９２とアクティブ層８４を同一なマスク工程によって形成す
るために、必然的にアクティブ層８４とソース電極８９及びドレイン電極９０、また、純
粋な非晶質シリコンパターン７２とデータ配線９２が積層された形態になって、この時、
電極及び配線の外部にアクティブ層８４と純粋な非晶質シリコンパターン７２が延長され
た形態で構成される。
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【００２０】
　このような構成は、アクティブ層８４が光に露出され光電流(photo current)が発生さ
れて、このような光電流は、薄膜トランジスタＴで漏洩電流(off current)として作用し
て薄膜トランジスタＴの動作不良を誘発する。
【００２１】
　また、データ配線９２の下部に位置した純粋な非晶質シリコンパターン７２によって漏
洩電流が発生すると、データ配線９２に近接した電極とカップルリング(coupling)が発生
され液晶(図示せず)の動きを歪曲させる。
【００２２】
　これにより、液晶パネルの画面には、波状の細い線が示される波状ノイズ(wavy noise)
が発生する。
【００２３】
　前述したように、薄膜トランジスタの漏洩電流及び画面の波状ノイズは、ソース電極及
びドレイン電極とアクティブ層を同時にパターニングする汎用的な方式から発生する。
【００２４】
　以下、図面を参照して、従来による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板の製造工程
を説明する。
【００２５】
　図３Ａ乃至図３Ｈと図４Ａ乃至図４Ｈと図５Ａ乃至図５Ｈと図６Ａ乃至図６Ｈは、図２
のＩＩ－ＩＩ線、ＩＩＩ－ＩＩＩ線、ＩＶ－ＩＶ線、Ｖ－Ｖ線に沿って切断して、従来の
工程順に示した工程断面図である。
【００２６】
　図３Ａと図４Ａと図５Ａと図６Ａは、第１マスク工程を示した図である。
　図３Ａと図４Ａと図５Ａと図６Ａに示したように、基板５０上にスイッチング領域Ｓと
画素領域Ｐとゲート領域Ｇとデータ領域Ｄと共通信号領域ＣＳとを定義する。
【００２７】
　多数の領域(Ｓ、Ｐ、Ｇ、Ｄ、ＣＳ)が定義された基板５０上に、ゲート領域Ｇに対応し
て一方向に延長されて、一端にゲートパッド５６を含むゲート配線(図２の５４)と、ゲー
ト配線５４に連結されスイッチング領域Ｓに位置するゲート電極５２を形成して、ゲート
配線５４と平行に離隔された共通信号領域ＣＳには共通配線５８を形成する。
【００２８】
　この時、ゲートパッド５６及びゲート配線５４とゲート電極５２と共通配線５８は、ア
ルミニウムＡｌ、アルミニウム合金ＡｌＮｄ、タングステンＷ、クロムＣｒ、モリブデン
Ｍｏ等の単一金属やアルミニウムＡｌ/クロムＣｒ(または、モリブデンＭｏ)等を含む導
電性金属グループのうちから選択された一つまたはそれ以上の物質を蒸着して形成する。
【００２９】
　図３Ｂ乃至図３Ｆと図４Ｂ乃至図４Ｆと図５Ｂ乃至図５Ｆと図６Ｂ乃至図６Ｆは、第２
マスク工程を示した図である。
【００３０】
　図３Ｂと図４Ｂと図５Ｂと図６Ｂに示したように、ゲート電極５２とゲートパッド５６
を含むゲート配線５４と、共通配線５８が形成された基板５０全面にゲート絶縁膜６０と
、純粋な非晶質シリコン層(ａ－Ｓｉ：Ｈ) ６２と不純物を含む非晶質シリコン層(ｎ+ま
たはｐ+ａ－Ｓｉ：Ｈ) ６４と導電性金属層６６を形成する。
【００３１】
　ゲート絶縁膜６０は、窒化シリコンＳｉＮＸと酸化シリコンＳｉＯ２等を含む無機絶縁
物質グループのうちから選択された一つまたは一つ以上の物質を蒸着して形成し、導電性
金属層６６は、前述した導電性金属グループのうちから選択された一つまたはそれ以上の
物質を蒸着して形成する。
【００３２】
　導電性金属層６６が形成された基板５０全面に、フォトレジストを塗布して感光層６８
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を形成する。
【００３３】
　感光層６８の離隔された上部に、透過部Ｂ１と遮断部Ｂ２と半透過部Ｂ３とで構成され
たマスクＭを位置させる。
【００３４】
　この時、半透過部Ｂ３は、マスクＭにスリット状または半透明膜を形成して、光の強度
を低めたり、光の透過量を低めたりして感光層を不完全露光させる機能を有する。
【００３５】
　また、遮断部Ｂ２は、光を完全に遮断する機能をして、透過部Ｂ１は、光を透過させ光
によって感光層６８が完全な化学的変化、すなわち、完全露光させる機能を有する。
【００３６】
　一方、スイッチング領域Ｓには、半透過部Ｂ３と、半透過部Ｂ３の両側に遮断部Ｂ２を
位置させて、ゲート領域Ｇと交差する方向であるデータ領域Ｄには、遮断部Ｂ２を位置さ
せる。
【００３７】
　マスクＭの上部に光を照射して、下部の感光層６８を露光して現像する工程を行う。
【００３８】
　図３Ｃと図４Ｃと図５Ｃと図６Ｃに示したように、スイッチング領域Ｓとデータ領域Ｄ
に、第１感光パターン７０ａ及び第２感光パターン７０ｂを形成する。
【００３９】
　この時、第１感光パターン７０ａは、ゲート電極５２に対応する第１部分と、第１部分
より厚い第２部分を含む。
【００４０】
　第１感光パターン７０ａ及び第２感光パターン７０ｂの周辺に露出された導電性金属層
６６と、その下部の不純物を含む非晶質シリコン層６４と、純粋な非晶質シリコン層６２
を除去する工程を行う。
【００４１】
　この時、導電性金属層６６の種類によって導電性金属層６６とその下部層６４、６２を
同時に除去したり、金属層を先にエッチングした後、乾式エッチング工程によって下部の
純粋非晶質シリコン層６２と不純物を含む非晶質シリコン層６４を除去したりすることも
できる。
【００４２】
　図３Ｄと図４Ｄと図５Ｄと図６Ｄに示したように、前述した除去工程を完了すると、第
１感光パターン７０ａの下部には、純粋な非晶質シリコンパターン７２と不純物を含む非
晶質シリコンパターン７４が積層された第１半導体パターン７６が形成されて、第１半導
体パターン７６の上部に第１金属パターン７８が構成される。
【００４３】
　データ領域Ｄに対応する第２感光パターン７０ｂの下部には、第１半導体パターン７６
から延長された第２半導体パターン８０と、第２半導体パターン８０の上部に、第１金属
パターン７８から延長された第２金属パターン８２が形成される。
【００４４】
　次に、第１感光パターン７０ａのうち、ゲート電極５２の中心に対応する第１部分を除
去して下部の第１金属パターン７８を露出するためのアッシング工程を行う。
【００４５】
　図３Ｅと図４Ｅと図５Ｅと図６Ｅに示したように、ゲート電極５２の中心に対応する第
１金属パターン７８の一部が露出されて、この時、第１感光パターン７０ａ及び第２感光
パターン７０ｂの周辺に第１金属パターン７８及び第２金属パターン８２の一部が同時に
露出される。
【００４６】
　アッシング工程を行った後、第１金属パターン７８の露出された部分とその下部の不純
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物を含む非晶質シリコン層７４を除去する工程を行う。
【００４７】
　図３Ｆと図４Ｆと図５Ｆと図６Ｆに示したように、除去工程を完了すると、ゲート電極
５２の上部に位置した第１半導体パターン７６のうち、下部の純粋な非晶質シリコンパタ
ーン(図３Ｅの７２)は、アクティブ層８４として機能し、アクティブ層８４の上部で一部
が除去され離隔された上部の不純物を含む非晶質シリコンパターン(図３Ｅの７４)は、オ
ーミックコンタクト層８６として機能をする。
【００４８】
　この時、アクティブ層８４と上部のオーミックコンタクト層８６を除去する際に、下部
のアクティブ層８４をオーバーエッチングしてアクティブ層８４の表面(アクティブチャ
ンネル)に不純物が残らないようにする。
【００４９】
　一方、オーミックコンタクト層８６の上部に位置して区分された金属パターンは、各々
ソース電極８８とドレイン電極９０と称する。
【００５０】
　この時、ソース電極８８と接触する第２金属パターン(図４Ｅの８２)は、データ配線９
２と称して、データ配線９２の一端は、データパッド９４と称する。
【００５１】
　残留した感光パターン７０ａ、７０ｂを除去する工程を行うことによって、第２マスク
工程が完了される。
【００５２】
　図３Ｇと図４Ｇ図５Ｇと図６Ｇは、第３マスク工程を示した図であって、ソース電極８
８及びドレイン電極９０とデータパッド９４を含むデータ配線９２が構成された基板５０
全面に、窒化シリコンＳｉＮＸまたは酸化シリコンＳｉＯ２を含む無機絶縁物質グループ
のうちから選択された一つを蒸着し、場合によって、ベンゾシクロブテンＢＣＢとアクリ
ル系樹脂を含む有機絶縁物質グループのうちから選択された一つを塗布して保護膜９６を
形成する。
【００５３】
　連続的に、保護膜９６をパターニングしてドレイン電極９０の一部を露出するドレイン
コンタクトホール９８ａと、共通配線５８の一部を露出する共通配線コンタクトホール９
８ｂと、ゲートパッド５６を露出するゲートパッドコンタクトホール９８ｃと、データパ
ッド９４を露出するデータパッドコンタクトホール９８ｄを形成する。
【００５４】
　図３Ｈと図４Ｈと図５Ｈと図６Ｈは、第４マスク工程を示した図であって、保護膜９６
が形成された基板５０全面に、インジウムースズーオキサイドＩＴＯとインジウムージン
クーオキサイドＩＺＯを含む透明な導電性金属グループのうちから選択された一つを蒸着
してパターニングし、画素領域Ｐに画素電極ＰＸＬと共通電極Ｖｃｏｍを形成する。
【００５５】
　この時、画素電極ＰＸＬは、ドレイン電極９０と接触しながらデータ配線９２と平行な
多数の垂直部で構成される。共通電極Ｖｃｏｍは、共通配線５８と接触しながらデータ配
線９２と平行な多数の垂直部に延長され画素電極ＰＸＬと離隔されるように構成して、ゲ
ートパッド５６と接触するゲートパッド電極ＧＰと、データパッド９４と接触するデータ
パッド電極ＤＰを形成する。
【００５６】
　以上、従来による４マスク工程によって横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板を製作
することができる。
【００５７】
　前述した工程は、第２マスク工程によって純粋な非晶質シリコンのアクティブ層８４及
び不純物を含む非晶質シリコンのオーミックコンタクト層８６と、上部のソース電極８８
及びドレイン電極９０とデータ配線９２を同時に形成する工程で、データ配線９２の下部
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に第２半導体パターン８０が残り、特に、第２半導体パターン８０の下部の純粋な非晶質
シリコンパターン７２がデータ配線９２の両側に延長された形態でパターニングされる。
【００５８】
　前述したように、データ配線９２の両側に下部の純粋な非晶質シリコンパターン７２が
拡張された形態であるために、これによって、画面に波状ノイズが発生する問題がある。
【００５９】
　また、ゲート電極５２の上部に位置したアクティブ層８４も、ゲート電極５２の外部に
延長された形態で構成されるために、光によって露出され光電流、すなわち、漏洩電流が
発生して、これによって、薄膜トランジスタの動作不良を誘発する問題がある。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００６０】
　本発明は、前述したような問題を解決するために提案されており、非晶質シリコン層が
配線の外方に露出されないようにして光電流による薄膜トランジスタの漏洩電流の特性を
最小化すると同時に、波状ノイズを防いで高画質を具現することを第１目的とする。
　また、３マスク工程で製作することによって、工程を単純化し、工程費用及び工程時間
を短縮して生産性を改善することを第２目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００６１】
　前述したような目的を達成するための本発明の液晶表示装置用アレイ基板は、基板と、
前記基板の上部のゲート配線と、前記ゲートル配線に連結されたゲート電極、前記ゲート
電極の上部のゲート絶縁膜、前記ゲート絶縁膜の上部のアクティブ層、前記アクティブ層
の上部のオーミックコンタクト層及び前記オーミックコンタクト層の上部のソース電極及
びドレイン電極を含む薄膜トランジスタと、前記ドレイン電極に電気的に連結された画素
電極と、前記ソース電極に電気的に連結されて、前記ゲート配線と交差するデータ配線と
、前記画素電極と離隔されている共通電極及び前記画素電極と前記共通電極間及び前記ソ
ース電極と前記ドレイン電極間に位置する保護膜とを含むことを特徴とする。
【００６２】
　前記アクティブ層は、その端部が前記ゲート電極の端部を覆わず、前記ゲート電極の上
部に形成されるアイランド（Ｉｓｌａｎｄ）状である。
【００６３】
　前記データ配線の下部に、前記オーミックコンタクト層から延長された第１層と前記ア
クティブ層から延長された第２層を有する延長部を含む。
【００６４】
　前記オーミックコンタクト層と前記ソース電極間及び前記オーミックコンタクト層と前
記ドレイン電極間に、バッファ金属層をさらに含む。
【００６５】
　前記ソース電極及びドレイン電極と前記共通電極及び前記画素電極は、透明である。
【００６６】
　前記データ配線の上部に、前記ソース電極から延長された補助データ配線をさらに含む
。
【００６７】
　前記補助データ配線の下部に、前記バッファ金属層から延長された前記データ配線と、
前記オーミックコンタクト層から延長された第１層及び前記アクティブ層から延長された
第２層を有する延長部をさらに含む。
【００６８】
　前記データ配線の下部に、前記アクティブ層及び前記オーミックコンタクト層と同一層
を有して前記アクティブ層及び前記オーミックコンタクト層と分離された延長部をさらに
含む。
【００６９】
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　前記バッファ金属層は、少なくとも３層の多重層構造であって、前記少なくとも３層の
中問層は、銅を含む。
【００７０】
　前記ドレイン電極から延長されて、前記画素電極に連結される画素電極連結部をさらに
含む。
【００７１】
　本発明の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法は、基板にスイッチング領域と画素領域
とゲート領域とデータ領域と共通信号領域とを定義する段階と、前記スイッチング領域と
前記ゲート領域と前記共通信号領域に、ゲート電極とゲート配線及び共通配線を各々形成
する段階と、前記ゲート電極の上部に、ゲート絶縁膜とアクティブ層とオーミックコンタ
クト層を形成する段階と、前記オーミックコンタクト層の上部に、ソース電極及びドレイ
ン電極を形成する段階と、前記ソース電極と電気的に連結されて、前記ゲート配線と交差
するデータ配線を形成する段階と、前記ドレイン電極と電気的に連結される画素電極及び
前記画素電極と離隔されている共通電極を形成する段階と、前記画素電極と前記共通電極
間の前記ゲート絶縁膜の上部及び前記ソース電極及びドレイン電極間の前記アクティブ層
の上部に保護膜を形成する段階とを含むことを特徴とする。
【００７２】
　前記ゲート絶縁膜と、前記アクティブ層と前記オーミックコンタクト層を形成する段階
と前記データ配線を形成する段階は、一つのマスクを利用する。
【００７３】
　前記データ配線の上部に補助データ配線を形成する段階をさらに含み、前記ソース電極
と、前記ドレイン電極と、前記共通電極と、前記画素電極及び前記補助データ配線は、同
一マスク工程で形成される。
【００７４】
　前記保護膜は、リフトオフ工程によって形成される。
【００７５】
　前記ゲート絶縁膜と前記アクティブ層と前記オーミックコンタクト層を形成する段階は
、前記オーミックコンタクト層の上部にバッファ金属層を形成する段階を含む。
【００７６】
　本発明の他の液晶表示装置用アレイ基板の製造方法は、基板上にゲート電極とゲート配
線を形成する第１マスク工程段階と、前記ゲート電極と前記ゲート配線を含む前記基板上
にゲート絶縁膜とアクティブ層とオーミックコンタクト層及びデータ配線を順に形成する
第２マスク工程段階と、前記基板上にソース電極とドレイン電極、共通電極及び画素電極
を形成する第３マスク工程段階と、前記ソース電極と前記ドレイン電極間の前記アクティ
ブ層の上部及び前記共通電極と前記画素電極間に保護膜を形成する段階とを含むことを特
徴とする。
【００７７】
　前記第１マスク工程段階は、前記ゲート配線の一端にゲートパッドを形成する段階を含
み、前記第２マスク工程段階は、前記データ配線の一端にデータパッドを形成する段階を
含み、前記第３マスク工程段階は、前記データ配線の上部の補助データ配線と、前記ゲー
トパッドの上部のゲートパッド電極及び前記データパッドの上部のデータパッド電極を形
成する段階とを含む。
【００７８】
　前記第２マスク工程段階は、前記ゲート電極と前記ゲート配線及び前記ゲートパッドを
含む前記基板上に前記ゲート絶縁膜と、純粋な非晶質シリコン層と不純物を含む非晶質シ
リコン層及び金属層を順に形成する段階と、前記金属層の上部に、前記ゲートパッドに対
応する前記金属層を露出して、前記アクティブ層と前記データ配線及び前記データパッド
に対応する第１部分と、前記アクティブ層と前記データ配線及び前記データパッドを除い
た領域に対応して、前記第１部分より厚い第２部分とで構成される感光パターンを形成す
る段階と、前記露出された金属層と前記不純物を含む非晶質シリコン層、前記純粋な非晶
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質シリコン層及び前記ゲート絶縁膜を除去して前記ゲートパッドを露出する段階と、前記
感光パターンの第２部分を除去する段階と、前記感光パターンの第１部分をエッチングマ
スクとして利用して、前記金属層と、前記不純物を含む非晶質シリコン層及び前記純粋な
非晶質シリコン層を除去する段階と、前記感光パターンの第１部分を除去する段階とを含
む。
【００７９】
　前記感光パターンを形成する段階は、透過部と遮断部及び半透過部を含むマスクを利用
して、前記透過部は、前記ゲートパッドに対応し、前記遮断部は、前記アクティブ層と前
記データ配線及び前記データパッドに対応して、前記半透過部は、前記アクティブ層と前
記データ配線、前記データパッド及び前記ゲートパッドを除いた領域に対応する。
【００８０】
　前記第２マスク工程段階は、前記補助データ配線及び前記データパッド電極の下部に延
長部を形成する段階を含み、前記延長部は、純粋な非晶質シリコンパターンと不純物を含
む非晶質シリコンパターンを含む。
【００８１】
　前記第１マスク工程段階は、前記ゲート配線と平行な共通配線を形成する段階を含み、
前記共通配線は、前記共通電極と電気的に連結されて、前記第２マスク工程段階は、前記
露出された金属層と前記不純物を含む非晶質シリコン層、前記純粋な非晶質シリコン層及
び前記ゲート絶縁膜を除去して前記共通配線を露出する段階を含む。
【００８２】
　前記第３マスク工程段階は、前記データ配線及び前記データパッドを含む前記基板上に
導電性層を形成する段階と、前記導電性層の上部に、前記ソース電極及びドレイン電極に
対応する第１感光パターンと、前記補助データ配線及び前記データパッド電極に対応する
第２感光パターンと、前記画素電極及び前記共通電極に対応する第３感光パターン、前記
ゲートパッド電極に対応する第４感光パターンを形成する段階と、前記第１乃至第４感光
パターンをエッチングマスクで前記導電性層をパターニングして、前記ソース電極及びド
レイン電極と、前記補助データ配線、前記データパッド電極、前記画素電極、前記共通電
極、前記ゲートパッド電極を形成する段階と、前記ソース電極及びドレイン電極間の前記
オーミックコンタクト層を除去して前記ソース電極及びドレイン電極間の前記アクティブ
層を露出する段階と、前記第１乃至第４感光パターンを除去する段階とを含む。
【００８３】
　前記保護膜を形成する段階は、前記第１乃至第４感光パターンを含む前記基板上に絶縁
膜を形成する段階と、前記第１乃至第４感光パターンと共に前記絶縁膜を選択的に除去す
る段階を含む。前記導電性層をパターニングする段階は、湿式エッチングを利用して前記
導電性層をオーバーエッチングすることによって、前記第１乃至第４感光パターンの端側
の下部面を２０００Åないし５０００Å露出する段階を含む。
【００８４】
　前記保護膜を形成する段階は、前記ゲートパッド電極及び前記データパッド電極を覆う
シャドーマスクを配置する段階と、前記ゲートパッド電極及び前記データパッド電極を除
いた前記基板上に、絶縁物質を蒸着する段階を含む。
【００８５】
　前記第２マスク工程段階は、前記オーミックコンタクト層の上部にバッファ金属層を形
成する段階を含み、前記バッファ金属層を形成する段階は、モリブデン-チタン合金と、
銅、モリブデン-チタン合金を順に蒸着してパターニングする段階を含む。
【００８６】
　以下、添付した図面を参照して、本発明の望ましい実施例を説明する。
【発明の効果】
【００８７】
　本発明による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板は、アクティブ層がバックライト
の光によって露出される構造ではないので、光電流発生が抑制できるため、薄膜トランジ
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スタの動作不良が防げて、パネルに波状ノイズが発生されずに高画質を具現する。
【００８８】
　また、３マスク工程によって製作されるために、生産費用を削減し、生産時間が短縮さ
れるので、工程収率を改善して、製品の競争力を改善する。
【００８９】
　さらに、抵抗の低い銅層を配線として使用するために、信号遅延が防げて、液晶パネル
の動作の特性を改善する。
【００９０】
［第１実施例］
　本発明の第１実施例は、アクティブ層の端側がデータ配線及びゲート電極の外部に拡張
されない形態の横電界型のアレイ基板を３マスク工程によって製作することを特徴とする
。
【００９１】
　以下、平面図と断面図を参照して、本発明による横電界型のアレイ基板の構成を詳しく
説明する。
【００９２】
　図７は、本発明の第１実施例による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板の一部を拡
大した平面図であって、図８Ａ乃至図８Ｄは、各々図７のＶＩＩ－ＶＩＩ線、ＶＩＩＩ－
ＶＩＩＩ線、ＩＸ－ＩＸ線、Ｘ－Ｘ線に沿って切断した断面図である。
【００９３】
　図７と図８Ａ乃至図８Ｄに示したように、絶縁基板１００上に、一方向に延長され一端
にゲートパッド１０６が構成されたゲート配線１０４と、ゲート配線１０４と交差し画素
領域Ｐを定義して、一端にデータパッド１４４を含むデータ配線１４３を構成する。デー
タ配線１４３の上部には、補助データ配線１４２が形成されており、データパッド１４４
の上部には、データパッド電極１４６が形成されている。また、ゲート配線１０４と離隔
された共通配線１０９と共通電極連結部１０８を構成する。ゲートパッド１０６の上部に
は、ゲートパッド１０６に連結されるゲートパッド電極１５２が形成されている。
【００９４】
　ゲート配線１０４とデータ配線１４３の交差地点には、ゲート電極１０２と、オーミッ
クコンタクト層１２６とアクティブ層１２４とバッファ金属層１２８と、バッファ金属層
１２８と接触するソース電極１３８とドレイン電極１４０とを含む薄膜トランジスタＴを
構成する。ゲート配線１０４とゲート電極１０２及びゲートパッド１０６の上部には、ゲ
ート絶縁膜１１０が形成され、これらを覆っている。
【００９５】
　バッファ金属層１２８とアクティブ層１２４とオーミックコンタクト層１２６とデータ
配線１４３及びデータパッド１４４を同一なマスクでパターニングして、オーミックコン
タクト層１２６及びアクティブ層１２４と同一層に位置して同一物質で構成された層等を
含む延長部Ｂをデータ配線１４３及びデータパッド１４４の下部に構成した構造である。
【００９６】
　この時、バッファ金属層１２８とデータ配線１４３及びデータパッド１４４は、銅Ｃｕ
層を間にモリチタン合金ＭｏＴｉ層を上下に構成した最小限３層の積層構造であって、ソ
ース電極１３８及びドレイン電極１４０は、モリチタン合金ＭｏＴｉ層やインジウムース
ズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯのような透明な金属
層で構成する。
【００９７】
　ここで、銅Ｃｕ層は、抵抗が非常に低いために、配線の抵抗による信号遅延が防げる長
所がある。
【００９８】
　画素領域Ｐには、ドレイン電極１４０と電気的に接触する画素電極１４８と、画素電極
１４８と平行に離隔され共通配線１０９と電気的に連結される共通電極１５０を構成する
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。 画素電極１４８は、ドレイン電極１４０に連結される画素電極連結部１４８ａから延
長される。共通電極１５０は、共通電極連結部１０８と接触して、図面には示してないが
、共通電極連結部１０８は、共通配線１０９に連結されて、共通配線１０９からの信号を
共通電極１５０に印加する。従って、共通電極１５０は、隣接した画素領域の共通電極(
図示せず)と電気的に連結される。
【００９９】
　一方、共通電極１５０は、共通配線１０９に直接連結されることもできる。画素電極連
結部１４８ａは、共通配線１０９と重なって、ストレージキャパシターＣｓｔを形成する
。
【０１００】
　この時、画素電極１４８と共通電極１５０は、ソース電極１３８及びドレイン電極１４
０と同一工程で製作して、これも、モリチタン合金ＭｏＴｉ層やインジウムースズーオキ
サイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯのような透明な金属層で構成
することができる。
【０１０１】
　薄膜トランジスタＴの露出されたアクティブ層１２４の上部と、共通電極１５０と画素
電極１４８間のゲート絶縁膜１１０上には、保護膜１５４を構成して、保護膜１５４は、
別途のマスク工程を使用せず、蒸着工程とリフトオフ(lift off)工程によってゲートパッ
ド電極１５２とデータパッド電極１４６の一部を露出しながら形成することができる。
【０１０２】
　また、前述した構成で、アクティブ層１２４が示してない下部の背光装置に露出される
構造ではないため、従来とは異なり、漏洩電流による波状ノイズまたは薄膜トランジスタ
ＴＦＴの動作不良が誘発されない構成である。
【０１０３】
　以下、工程断面図を参照して、本発明の第１実施例による横電界方式の液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程を説明する。
【０１０４】
　図９Ａ乃至図９Ｉと図１０Ａ乃至図１０Ｉと図１１Ａ乃至図１１Ｉと図１２Ａ乃至図１
２Ｉは、本発明の第１実施例による工程順に示した工程断面図である。図９Ａ乃至図９Ｉ
は、図７のＶＩＩ－ＶＩＩ線、図１０Ａ乃至図１０Ｉは、図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線、
図１１Ａ乃至図１１Ｉは、図７のＩＸ－ＩＸ線、図１２Ａ乃至図１２Ｉは、図７のＸ－Ｘ
線に対応する。
　図９Ａと図１０Ａと図１１Ａと図１２Ａは、第１マスク工程を示した工程断面図である
。
【０１０５】
　図９Ａと図１０Ａと図１１Ａと図１２Ａに示したように、基板１００上に、スイッチン
グ領域Ｓと画素領域Ｐとゲート領域Ｇとデータ領域Ｄと共通信号領域ＣＳとを定義する。
【０１０６】
　多数の領域(Ｓ、Ｐ、Ｇ、Ｄ、ＣＳ)を定義した基板１００上に、アルミニウムＡｌ、ア
ルミニウム合金ＡｌＮｄ、クロムＣｒ、モリブデンＭｏ、タングステンＷ、チタンＴｉ、
銅Ｃｕ、タンタルＴａ等を含む導電性金属グループのうちから選択された一つまたは一つ
以上の金属を蒸着して第１導電性金属層(図示せず)を形成し、これを第１マスク工程によ
ってパターニングして、スイッチング領域Ｓにゲート電極１０２を形成し、ゲート領域Ｇ
に対応して一端にゲートパッド１０６を含むゲート配線(図７の１０４)を形成して、ゲー
ト配線(図７の１０４)と平行に離隔された位置の画素領域Ｐの両側、すなわち、共通信号
領域ＣＳに共通配線(図７の１０９)と共通電極連結部１０８を各々形成する。
【０１０７】
　以下、図９Ｂ乃至図９Ｆと図１０Ｂ乃至図１０Ｆと図１１Ｂ乃至図１１ｆと図１２Ａ乃
至図１２Ｆは、第２マスク工程を工程順に示した工程断面図である。
【０１０８】
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　図９Ｂと図１０Ｂと図１１Ｂと図１２Ｂに示したように、ゲート電極１０２とゲートパ
ッド１０６及びゲート配線(図７の１０４)と共通配線(図７の１０９)、また、共通電極連
結部１０８が形成された基板１００全面に、ゲート絶縁膜１１０と、純粋な非晶質シリコ
ン層(ａ－Ｓｉ：Ｈ) １１２と不純物を含む非晶質シリコン層(ｎ+ａ－Ｓｉ：Ｈ) １１４
と、不純物を含む非晶質シリコン層１１４の上部に第２導電性金属層１１６と、第２導電
性金属層１１６の上部にフォトレジストを塗布して感光層１１８を形成する。
【０１０９】
　ゲート絶縁膜１１０は、窒化シリコンＳｉＮＸと酸化シリコンＳｉＯ２を含む無機絶縁
物質グループのうちから選択された一つまたは一つ以上の物質を蒸着して形成する。
【０１１０】
　この時、第２導電性金属層１１６は、多層で構成されて、第１層にモリチタン合金Ｍｏ
Ｔｉ層と第２層に銅Ｃｕ層と第３層にモリチタン合金ＭｏＴｉ層を積層して形成する。
【０１１１】
　ここで、銅Ｃｕは、抵抗率が非常に低いので、信号遅延を最小化するために使用する。
但し、銅Ｃｕは、シリコンＳｉまたは酸素と反応して抵抗率の高い物質になれるために、
前述したように、銅の上部と下部にモリブデンＭｏとチタンＴｉの合金をさらに構成する
。
【０１１２】
　一方、感光層１１８を形成した後、感光層１１８が形成された基板１００の離隔された
上部に、透過部Ｂ１と遮断部Ｂ２と半透過部Ｂ３とで構成されたマスクＭを位置させる。
【０１１３】
　この時、スイッチング領域Ｓとデータ領域Ｄに対応して遮断部Ｂ２と、共通信号領域Ｃ
Ｓとゲートパッド１０６に対応して透過部Ｂ１を位置させて、それ以外の領域には、半透
過部Ｂ３を位置させる。
【０１１４】
　ここで、スイッチング領域Ｓに対応する遮断部Ｂ２の面積は、ゲート電極１０２の面積
を越えない範囲内に限定する。
【０１１５】
　次に、マスクＭの上部に光を照射して下部の感光層１１６を露光する工程と、連続的に
現像工程を行う。
【０１１６】
　図９Ｃと図１０Ｃと図１１Ｃと図１２Ｃに示したように、感光パターン１２０が形成さ
れる。感光パターン１２０は、共通信号領域ＣＳとゲートパッド１０６のためのゲート領
域Ｇの一部に対応して完全に除去され、下部の第２導電性金属層１１６を露出して、スイ
ッチング領域Ｓとデータ領域Ｄに元々の高さに対応する第１厚さｄ１の第１部分及び共通
信号領域ＣＳとゲートパッド１０６のためのゲート領域Ｇ、スイッチング領域Ｓ、また、
データ領域Ｄを除いた残りの領域に、第１厚さｄ１より薄い第２厚さｄ２の第２部分を含
む。
【０１１７】
　図９Ｄと図１０Ｄと図１１Ｄと図１２Ｄに示したように、共通信号領域ＣＳとゲートパ
ッド１０６に対応して露出された第２導電性金属層１１６と、その下部の不純物を含む非
晶質シリコン層１１４と純粋な非晶質シリコン層１１２とゲート絶縁膜１１０を除去して
、下部の共通電極連結部１０８とゲートパッド１０６の一部を露出する工程を行う。
【０１１８】
　次に、スイッチング領域Ｓ及びデータ領域Ｄを除いた感光パターン１２０の第２部分を
、アッシング工程を利用して除去する。
【０１１９】
　図９Ｅと図１０Ｅと図１１Ｅと図１２Ｅに示したように、基板１００のスイッチング領
域Ｓとデータ領域Ｄを除いた基板１００全面に対する第２導電性金属層１１６が露出され
て、ゲートパッド１０６と共通電極連結部１０８の一部が露出される。
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【０１２０】
　一方、スイッチング領域Ｓとデータ領域Ｄに対応して高さが低くなった感光パターン１
２２が残された状態になる。
【０１２１】
　感光パターン１２２の外部に露出された第２導電性金属層１１６と、その下部の不純物
を含む非晶質シリコン層１１４と、その下部の純粋な非晶質シリコン層１１２を除去する
工程を行う。
【０１２２】
　次に、残された感光パターン１２２を除去する工程を行う。
【０１２３】
　図９Ｆと図１０Ｆと図１１Ｆと図１２Ｆに示したように、スイッチング領域Ｓに対応す
るゲート電極１０２の上部に、アクティブ層１２４とオーミックコンタクト層１２６とバ
ッファ金属層１２８が形成される。
【０１２４】
　この時、データ配線１４３及びデータパッド１４４及び延長部Ｂがデータ領域Ｄに形成
される。延長部Ｂは、データ配線１４３及びデータパッド１４４の下部に位置して、オー
ミックコンタクト層１２６及びバッファ金属層１２８と同一層に、同一物質で構成された
層等を含む。　
【０１２５】
　図９Ｇ乃至図９Ｉと図１０Ｇ乃至図１０Ｉと図１１Ｇ乃至図１１Ｉと図１２Ｇ乃至図１
２Ｉは、第３マスク工程を示した図である。　
　図９Ｇと図１０Ｇと図１１Ｇと図１２Ｇに示したように、バッファ金属層１２８と、ア
クティブ層１２４とオーミックコンタクト層１２６、データ配線１４３及びデータパッド
１４４が形成された基板１００全面に、第３導電性金属層(図示せず)と感光層を積層して
、感光層を第３マスク工程によって露光して現像し、スイッチング領域Ｓに対応して離隔
された第１感光パターン１３０と、データ領域Ｄに対応して第２感光パターン１３２と、
画素領域Ｐに対応して多数の垂直な棒状の第３感光パターン１３４を形成して、ゲートパ
ッド１０６の一部を覆う第４感光パターン１３６を形成する。
【０１２６】
　この時、第３導電性金属層(図示せず)は、望ましくは、モリチタン合金ＭｏＴｉ層であ
る。
【０１２７】
　第１乃至第４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３６の周辺に露出された第３導
電性金属層(図示せず)を除去して、離隔された第１感光パターン１３０の下部に、離隔さ
れたソース電極１３８とドレイン電極１４０と、第２感光パターン１３２の下部にデータ
配線１４３及びデータパッド１４４と延長部Ｂを覆うと同時に、一端にデータパッド電極
１４６を含む補助データ配線１４２と、第３感光パターン１３４の下部には、ドレイン電
極１４０と接触する画素電極連結部(図７の１４８ａ)及びこれから画素領域Ｐに垂直に延
長された多数の垂直な棒状で構成された画素電極１４８と、共通電極連結部１０８と接触
しながら画素電極１４８間に位置した多数の垂直な棒状の共通電極１５０を形成する。
【０１２８】
　この時、第４感光パターン１３６の下部には、ゲートパッド１０６と接触するゲートパ
ッド電極１５２を形成する。
【０１２９】
　次に、離隔された第１感光パターン１３０間に露出されたバッファ金属層１２８とオー
ミックコンタクト層１２６を除去して下部のアクティブ層１２４を露出する工程を行う。
【０１３０】
　前述した構成で、アクティブ層１２４とオーミックコンタクト層１２６は、ゲート電極
１０２の上部に位置して、ゲート電極１０２によって遮られる形態であり、延長部Ｂも上
部の補助データ配線１４２に覆われた形態で構成されるので、光から遮断される。
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【０１３１】
　従って、アクティブ層１２４では、光による光漏洩電流が発生しない長所があって、こ
れにより、薄膜トランジスタは、動作不良が発生せず、パネルの全体からすると、光漏洩
電流による波状ノイズが発生しない長所がある。
【０１３２】
　図９Ｈと図１０Ｈと図１１Ｈと図１２Ｈに示したように、第１乃至第４感光パターン１
３０、１３２、１３４、１３６を残した状態で、基板１００全面に、窒化シリコンＳｉＮ

Ｘと酸化シリコンＳｉＯ２を含む無機絶縁膜を蒸着して保護膜１５４を形成する。
【０１３３】
　この時、保護膜１５４は、第１ないし第４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３
６の上部と、露出されたアクティブ層１２４の上部と、共通電極１５０と画素電極１４８
間を埋める形態で形成される。
【０１３４】
　次に、第１ないし第４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３６を除去するリフト
オフ工程を行う。
【０１３５】
　図９Ｉと図１０Ｉと図１１Ｉと図１２Ｉに示したように、保護膜１５４は、アクティブ
層１２４の表面を覆うと同時に、共通電極１５０と画素電極１４８間を埋める形態で形成
されて、この時、ゲートパッド電極１５２とデータパッド電極１４６は、露出された状態
で製作される。
【０１３６】
　一方、図９Ｇと図１０Ｇと図１１Ｇと図１２Ｇに示したように、第３導電性金属層を除
去する時、等方性を有する湿式エッチングを利用して第１乃至第４感光パターン１３０、
１３２、１３４、１３６の下部の第３導電性金属層をオーバーエッチングさせる。従って
、第１乃至第４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３６の端側の下部面を部分的に
露出させる。このような第１乃至第４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３６の露
出された下部面は、保護膜１５４を蒸着した後、第１乃至第４感光パターン１３０、１３
２、１３４、１３６を除去するリフトオフ工程で、ストリッパー(stripper)が第１乃至第
４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３６の下部に円滑に浸透して第１乃至第４感
光パターン１３０、１３２、１３４、１３６を容易に除去するためである。この時、スト
リッパーの浸透を円滑にするために、第１乃至第４感光パターン１３０、１３２、１３４
、１３６の露出された下部面は、望ましくは、２,０００Åないし５,０００Åの幅である
。
【０１３７】
　以上、リフトオフ工程を含む３マスク工程によって、本発明による横電界方式の液晶表
示装置用アレイ基板を製作することができる。
【０１３８】
　前述した第１実施例の構成は、共通電極１５０と画素電極１４８を不透明な金属で形成
する場合を説明しており、共通電極と画素電極は、インジウムースズーオキサイドＩＴＯ
とインジウムージンクーオキサイドＩＺＯのような透明な導電性金属層で形成することも
できる。
【０１３９】
［第２実施例］
　本発明の第２実施例による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板は、共通電極と画素
電極とソース電極及びドレイン電極を透明な材質で形成することを特徴とする。
【０１４０】
　以下、図１３Ａ乃至図１３Ｄを参照して説明する。
　図１３Ａ乃至図１３Ｄは、各々図７のＶＩＩ－ＶＩＩ線、ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線、ＩＸ
－ＩＸ線、Ｘ－Ｘ線に沿って切断した断面図である。
【０１４１】
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　図１３Ａ乃至図１３Ｄに示したように、本発明の第２実施例は、スイッチング領域Ｓで
定義した基板１００の一面に、ゲート電極１０２とアクティブ層１２４とオーミックコン
タクト層１２６とバッファ金属層１２８と、バッファ金属層１２８と接触する透明なソー
ス電極１３８'とドレイン電極１４０'とで構成された薄膜トランジスタＴを構成する。
【０１４２】
　また、画素領域Ｐで定義した基板１００の一面には、相互に離隔して構成された棒状の
透明な画素電極１４８'と透明な共通電極１５０'を構成して、画素領域Ｐの一側に定義し
たデータ領域Ｄには、アクティブ層１２４及びオーミックコンタクト層１２６と同一層及
び同一物質の延長部Ｂを構成して、延長部Ｂの上部には、バッファ金属層１２８と同一層
及び同一物質のデータ配線１４３及びデータ配線１４３の一端のデータパッド１４４を形
成する。データ配線１４３及びデータパッド１４４の上部には、データ配線１４３及びデ
ータパッド１４４と延長部Ｂを覆って一端にデータパッド電極１４６'を含む透明な補助
データ配線１４２'を形成する。
【０１４３】
　さらに、画素領域Ｐの他側のゲート領域Ｇには、一端にゲートパッド１０６を含むゲー
ト配線(図７の１０４)を構成して、ゲートパッド１０６の上部には、これと接触する透明
なゲートパッド電極１５２を形成する。共通信号領域ＣＳには、画素電極連結部１０８を
形成する。
【０１４４】
　この時、バッファ金属層１２８は、前述したように、抵抗の低い銅Ｃｕ層を間に、上下
にモリチタン合金ＭｏＴｉ層を積層して形成する。
【０１４５】
　従って、ソース電極１３８'及びドレイン電極１４０'を抵抗の大きい透明な導電性金属
層で形成しても、信号遅延が発生しない長所がある。
【０１４６】
　また、共通電極１５０'と画素電極１４８'を透明な材質で形成することによって、輝度
をさらに改善して、特に、ドレイン電極１４０が透明であって、下部のバックライトから
出射した光がドレイン電極１４０を通過するために、ドレイン電極１４０'によって反射
される光がアクティブ層１２４に照射される現象が発生しない。
【０１４７】
　前述したような本発明の第２実施例による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板の製
造方法は、第１実施例に比べて、第３導電性金属層を インジウムースズーオキサイドＩ
ＴＯまたはインジウムージンクーオキサイドＩＺＯで形成する差のみが異なり、それ以外
の工程は、同一であって、これを省略する。
【０１４８】
　ここで、バッファ金属層１２８は、省略される場合があって、第２実施例でのように、
第３導電性金属層をインジウムースズーオキサイドＩＴＯまたはインジウムージンクーオ
キサイドＩＺＯで形成する場合は、信号遅延の発生を防ぐために、望ましくは、バッファ
金属層１２８を形成する。
【０１４９】
　以上、リフトオフ工程を含む３マスク工程によって、本発明の第１及び第２実施例によ
る横電界方式の液晶表示装置を製作することができる。
【０１５０】
　この時、第１及び第２実施例は、絶縁膜を形成する工程でリフトオフ工程を使用して、
マスク工程を省略することを特徴としたが、以下、第３実施例によって他の変形例を説明
する。
【０１５１】
［第３実施例］
　本発明の第３実施例は、シャドーマスクを使用して、ゲートパッドとデータパッドを除
いた全ての領域に保護膜を形成することを特徴とする。
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【０１５２】
　以下、工程断面図を参照して、本発明の第３実施例による横電界方式の液晶表示装置用
アレイ基板の製造工程を説明する。
【０１５３】
　この時、第２マスク工程までは、第１実施で説明した段階と同一であるため、これを省
略略して、第３マスク工程から説明する。
【０１５４】
　図１４Ａ乃至図１４Ｃと図１５Ａ乃至図１５Ｃと図１６Ａ乃至図１６Ｃと図１７Ａ乃至
図１７Ｃは、本発明の第３実施例による工程　順に示した工程断面図である。図１４Ａ乃
至図１４Ｃは、図７のＶＩＩ－ＶＩＩ線、図１５Ａ乃至図１５Ｃは、図７のＶＩＩＩ－Ｖ
ＩＩＩ線、図１６Ａ乃至図１６Ｃは、図７のＩＸ－ＩＸ線、図１７Ａ乃至図１７Ｃは、図
７のＸ－Ｘ線に対応する。
【０１５５】
　図１４Ａと図１５Ａと図１６Ａと図１７Ａに示したように、基板１００上に、画素領域
Ｐとスイッチング領域Ｓと共通信号領域ＣＳとデータ領域Ｄとゲート領域Ｇとを定義する
。
【０１５６】
　第１マスク工程で、スイッチング領域Ｓにゲート電極１０２を形成して、ゲート電極１
０２と接触しながらゲート領域Ｇに延長されて、一端にゲートパッド１０６を含むゲート
配線(図７の１０４)を形成して、ゲート配線(図７の１０４)と平行な位置に共通配線(図
７の１０９)と共通電極連結部１０８を形成する。
【０１５７】
　次に、ゲート電極１０２とゲート配線(図７の１０４)とゲートパッド１０６が形成され
た基板１００全面に、ゲート絶縁膜１１０を形成する。
【０１５８】
　第２マスク工程で、ゲートパッド１０６と共通電極連結部１０８の一部を露出する工程
を行い、スイッチング領域Ｓに対応するゲート絶縁膜１１０の上部に、アクティブ層１２
４とオーミックコンタクト層１２６と、バッファ金属層１２８を形成する。データ領域Ｄ
には、延長部Ｂとデータ配線１４３及びデータパッド１４４を形成する。データ配線１４
３及びデータパッド１４４は、バッファ金属層１２８と同一層及び同一物質で構成された
層等含む。
【０１５９】
　次に、アクティブ層１２４とオーミックコンタクト層１２６とバッファ金属層１２８と
データ配線１４３及びデータパッド１４４が形成された基板１００全面に、第３導電性金
属層ＭＬと感光層(図示せず)を積層して、感光層を第３マスク工程によって露光して現像
し、スイッチング領域Ｓに対応して離隔された第１感光パターン１３０と、データ領域Ｄ
に対応して第２感光パターン１３２と、画素領域Ｐに対応して多数の垂直な棒状の第３感
光パターン１３４とを形成して、ゲートパッド１０６の一部を覆う第４感光パターン１３
６を形成する。
【０１６０】
　次に、第１乃至第４感光パターン１３０、１３２、１３４、１３６の周辺に露出された
第３導電性金属層ＭＬを除去して、上部の第１乃至第４感光パターン１３０、１３２、１
３４、１３６を除去する工程を行う。
【０１６１】
　この時、第３導電性金属層ＭＬは、第１及び第２実施例のように、モリチタン合金Ｍｏ
Ｔｉ層で形成したり、インジウムースズーオキサイドＩＴＯ及びインジウムージンクーオ
キサイドＩＺＯのような透明な導電性金属層で形成したりすることもできる。
【０１６２】
　図１４Ｂと図１５Ｂと図１６Ｂと図１７Ｂに示したように、スイッチング領域Ｓには、
離隔されたソース電極１３８とドレイン電極１４０と、データ領域Ｄには、延長部Ｂとデ
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ータ配線１４３及びデータパッド１４４を覆うと同時に、一端にデータパッド電極１４６
を含む補助データ配線１４２が形成される。
【０１６３】
　画素領域Ｐには、ドレイン電極１４０と電気的に連結され画素領域Ｐに垂直に延長され
た多数の垂直な棒状で構成された画素電極１４８と、共通電極連結部１０８と接触しなが
ら画素電極１４８間に位置した多数の垂直な棒状の共通電極１５０を形成して、ゲートパ
ッド１０６と接触するゲートパッド電極１５２を形成する。
【０１６４】
　次に、ソース電極１３８及びドレイン電極１４０間に露出されたバッファ金属層１２８
とオーミックコンタクト層１２６を除去して、下部のアクティブ層１２４を露出する工程
を行う。
【０１６５】
　図１４Ｃと図１５Ｃと図１６Ｃと図１７Ｃに示したように、ゲートパッド電極１５２と
データパッド電極１４６の上部に、シャドーマスクＳＭを位置させた後、基板１００全面
に、窒化シリコンＳｉＮＸと酸化シリコンＳｉＯ２を含む無機絶縁物質グループのうちか
ら選択された一つを蒸着して保護膜１５４を形成する。
【０１６６】
　従って、追加的なマスク工程なしに、単純にシャドーマスクでゲートパッド電極及びデ
ータパッドを遮断する工程のみ、ゲートパッド電極１５２とデータパッド電極１４６を除
いた全ての領域に保護膜１５４を形成することができる。
【０１６７】
　前述したように、本発明の第１乃至第３実施例において、３工程で横電界方式の液晶表
示装置用アレイ基板を製作することができる。
【０１６８】
　本発明の第１乃至第３実施例で、データ配線１４３は、バッファ金属層１２８と分離さ
れて、延長部Ｂの各層は、アクティブ層１２４及びオーミックコンタクト層１２６と分離
されているが、相互に連結されるように形成することもできる。
【０１６９】
　このような他の例を図１８に示す。図１８は、本発明によるアレイ基板の他の例を示し
た断面図である。図１８の構造は、データ配線１４３がバッファ金属層１２８に連結され
て、延長部Ｂの各パターンがアクティブ層１２４及びオーミックコンタクト層１２６に連
結されている点を除いては、前述した第１乃至第３実施例の構造と同一であるために、同
一部分には、同一符号を付与して、これに対する説明は、省略する。
【０１７０】
　図１８に示したように、アクティブ層１２４及びオーミックコンタクト層１２６に連結
されて、これと同一な積層構造の層で構成された延長部Ｂがデータ領域Ｄに位置する。延
長部Ｂの上部には、データ配線１４３が形成されており、データ配線１４３は、バッファ
金属層１２８に連結されている。補助データ配線１４２がデータ配線１４３及び延長部Ｂ
を覆っており、ソース電極１３８が補助データ配線１４２から延長されている。
【０１７１】
　図１８のアレイ基板は、第１乃至第３実施例に提示した同一な工程によって製造される
。
【０１７２】
　以下、本発明による工程を簡単に説明する。
【０１７３】
　第１マスク工程：ゲート電極とゲート配線及びゲートパッドと共通配線を形成する。
【０１７４】
　第２マスク工程：第１絶縁膜の下部にゲートパッドと共通配線を露出して、ゲート電極
の上部に、アクティブ層とオーミックコンタクト層とバッファ金属層、データ配線の及び
データパッドを形成する。
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【０１７５】
　第３マスク工程：離隔されたバッファ金属層と接触するソース電極とドレイン電極と、
画素領域に画素電極と共通電極と、ゲートパッドと接触するゲートパッド電極と、データ
領域の一端にデータパッド電極を含む補助データ配線を形成する。
【０１７６】
　次に、第１及び第２実施例で説明したリフトオフ工程を利用して、ゲートパッド電極と
データパッド電極を露出する保護膜を形成することができる。
【０１７７】
　他の例として、第３実施例で説明したように、シャドーマスクを利用してゲートパッド
電極とデータパッド電極を露出する保護膜を形成することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１７８】
【図１】一般的な横電界方式の液晶表示装置の一部を概略的に示した断面図である。
【図２】従来による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板の一画素を示した拡大平面図
である。
【図３Ａ】図２のＩＩ-ＩＩ線に沿って切断して、従来の工程順に示した工程断面図であ
る。
【図３Ｂ】図３Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｃ】図３Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｄ】図３Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｅ】図３Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｆ】図３Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｇ】図３Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図３Ｈ】図３Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ａ】図２のＩＩＩ-ＩＩＩ線に沿って切断して、従来の工程順に示した工程断面図
である。
【図４Ｂ】図４Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｃ】図４Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｄ】図４Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｅ】図４Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｆ】図４Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｇ】図４Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図４Ｈ】図４Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ａ】図２のＩＶ-ＩＶ線に沿って切断して、従来の工程順に示した工程断面図であ
る。
【図５Ｂ】図５Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ｃ】図５Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ｄ】図５Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ｅ】図５Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ｆ】図５Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ｇ】図５Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図５Ｈ】図５Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ａ】図２のＶ-Ｖ線に沿って切断して、従来の工程順に示した工程断面図である。
【図６Ｂ】図６Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ｃ】図６Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ｄ】図６Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ｅ】図６Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ｆ】図６Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ｇ】図６Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図６Ｈ】図６Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
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【図７】本発明による横電界方式の液晶表示装置用アレイ基板の一画素を拡大した平面図
である。
【図８Ａ】図７のＶＩＩ-ＶＩＩ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による構成を
示した断面図である。
【図８Ｂ】図７のＶＩＩＩ-ＶＩＩＩ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による構
成を示した断面図である。
【図８Ｃ】図７のＩＸ-ＩＸ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による構成を示し
た断面図である。
【図８Ｄ】図７のＸ-Ｘ線に沿って切断して、本発明の第１実施例による構成を示した断
面図である。
【図９Ａ】本発明の第１実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図９Ｂ】図９Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｃ】図９Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｄ】図９Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｅ】図９Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｆ】図９Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｇ】図９Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｈ】図９Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図９Ｉ】図９Ｈに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ａ】本発明の第１実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１０Ｂ】図１０Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｃ】図１０Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｄ】図１０Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｅ】図１０Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｆ】図１０Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｇ】図１０Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｈ】図１０Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図１０Ｉ】図１０Ｈに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ａ】本発明の第１実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１１Ｂ】図１１Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｃ】図１１Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｄ】図１１Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｅ】図１１Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｆ】図１１Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｇ】図１１Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｈ】図１１Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図１１Ｉ】図１１Ｈに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ａ】本発明の第１実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１２Ｂ】図１２Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｃ】図１２Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｄ】図１２Ｃに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｅ】図１２Ｄに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｆ】図１２Ｅに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｇ】図１２Ｆに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｈ】図１２Ｇに続く製造工程を示す断面図である。
【図１２Ｉ】図１２Ｈに続く製造工程を示す断面図である。
【図１３Ａ】本発明の第２実施例によるアレイ基板を示した断面図である。
【図１３Ｂ】本発明の第２実施例によるアレイ基板を示した断面図である。
【図１３Ｃ】本発明の第２実施例によるアレイ基板を示した断面図である。
【図１３Ｄ】本発明の第２実施例によるアレイ基板を示した断面図である。
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【図１４Ａ】本発明の第３実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１５Ａ】本発明の第３実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１５Ｂ】図１５Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１５Ｃ】図１５Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１６Ａ】本発明の第３実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１６Ｂ】図１６Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１６Ｃ】図１６Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１７Ａ】本発明の第３実施例による工程順に示した工程断面図である。
【図１７Ｂ】図１７Ａに続く製造工程を示す断面図である。
【図１７Ｃ】図１７Ｂに続く製造工程を示す断面図である。
【図１８】本発明の他の例によるアレイ基板を示した断面図である。
【符号の説明】
【０１７９】
１００：基板                 　
１０２：ゲート電極
１０４：ゲート配線          　　
１０６：ゲートパッド電極
１０８：共通電極連結部 　　　　　
１２４：アクティブ層
１２８：バッファ金属層          
１３８：ソース電極
１４０：ドレイン電極          　
１４２：データ配線
１４８：画素電極            　　
１５０：共通電極
１５２：ゲートパッド電極 　　　　
１４８ａ：画素電極連結部
１０９：共通配線
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摘要(译)

要解决的问题：提供一种液晶显示装置，更具体地说，提供一种用于液晶显示装置的阵列基板和制造该基板的方法。解决方案：本
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露在栅电极之外。包括上述配置的用于液晶显示装置的阵列基板以三种
掩模工艺制造。因此，液晶显示装置在光学活性层中没有产生光电流，
这有利于最小化薄膜晶体管中的波状噪声和漏电流特性，并且通过简化
可以节省成本和时间。掩码过程。 Ž


